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論文内容の要 t::. 目
本論文は. m -v 族化合物半導体表面の電気特性を究明する乙とを目的に. InGaAsP/lnP 系反
転形 MI S 電界効果トランジスタの電気特性を支配している物理的要因を理論的.実験的に解明した結
果をまとめたものである。
まず. InP MISFET で最も重要な問題となっている低実効電子移動度の原因を究明した。研究を
遂行するにあたっては. InP に物理的に類似し，かつ反転チャネ jレを形成しうる材料として. In l-X 
Gax Asy P1-y 系結晶を導入し，作製した MI SFET 電気特性を系統的に比較検討するという方法を考














m -v 族半導体は高い電子移動度を持つため，それを用いて LSI 用の MI S 電界効果トランジスタ
(FET) を作る試みが世界各国でなされているが，まだ成功していなし、。皿 -v 族半導体の内，有用
な M1 S FET を作り得る可能性を持つのは InP 系のものに限られている乙とから，本研究は.
1 n GaAs P / 1 n P 反転形 MISFET を取り上げ; そのデバイス物理について理論的および実験的研
究を行った。すなわち. InP基板の上に 1n 1-x G a x A s y P 1-Y の結晶膜を作り，その上に A1 203










このように本論文は. InP 系特に 1n Ga As P / 1 n P 系 MISFET についてそのデバイス物理
を解明し，その電気特性を明らかiとすると共に，その特性向上のための具体的提案を行っている。これ
らの成果は関連分野に貢献する所大きく，学位論文として価値あるものと認める。
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